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FECHA:

PRACT!CA 8- CARACTERIZACION DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORESEN
FUNCION DE LA TEMPERATURA

8.1. Representa las caracteridticas 1(V) de los diodos PN de Ge y S obtenidas a temperatura ambiente
en escda semi-logaritmica. Indica en cada una de las gréficas los intervdos de tenson en los que se
verificaria qV<<nkT y gV>>nKT y, en éde Ultimo, indica la zona donde puedes redizar un guste
razonable por minimos cuadrados de lacurva (V) para obtener Isy n.

Ge Si

8.2. Representa (en papd semi-logaritmico) los tramos de las curvas (V) que se han utilizado para
redizar los gustes (aquéllos que presentan una correlacion lined a partir de gv>>nKT), asi como los
propios gjustes, paralosdiodos PN de Gey S alas diferentes temperaturas medidas.
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8.3. En lasguiente tabla resume los va ores obtenidos para n e | alas diferentes temperaturas para
cadadiodo, asi como € parametro de regresion linea que reflgalabondad del guste.

GERMANIO SILICIO

Temp. (K) ls (mA) n R Temp. (K) ls (MA) n R

Relaciona los valores obtenidos para n y su evolucion con la temperatura con € mecanismo que
determina e transporte de carga en la zona de agotamiento. Discutelo brevemente:

8.4. Representa (en papel semi-logaritmico) las curvas Is en funcion de /T (diagrama de Ahrrenius)
para cada diodo, asi como larectade guste.
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EacTivacion = eV EacTivacion = eV

¢Cual esd significado FISICO de estas ener gias de activacion, en relacion con € mecanismo de
transporte de carga dominante en la zona de agotamiento? Discutelo brevemente:



